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(57) Abstract:

(EN): A thinfilm transistor having arranged, in order, upon a substrate: a gate electrode; a gate insulating layer; an oxide
semiconductor layer; and a source electrode and adrain electrode. The thin film transistor is characterized by: the oxide
semiconductor layer comprising, in order from the substrate side, afirst semiconductor layer and a second semiconductor layer
that comprise an oxide semiconductor film that has the same constituent element in both; and the crystallinity of the oxide
semiconductor film constituting the second semiconductor layer being higher than the crystallinity of the oxide semiconductor film
constituting the first semiconductor layer.

(FR): L'invention concerne un transistor a couches minces comportant, disposées dans I'ordre sur un substrat : une électrode

grille ; une couche d'isolation de grille ; une couche semi-conductrice a oxyde ; et une électrode source et une éectrode drain. Le
transistor & couches minces est caractérisé en ce que : la couche semi-conductrice a oxyde comprend, dans I'ordre depuis le cbté
substrat, une premieére couche semi-conductrice et une seconde couche semi-conductrice qui comprennent un film semi-conducteur
aoxyde ayant le méme éément constitutif dans les deux couches; et la cristallinité du film semi-conducteur a oxyde constituant la
seconde couche semi-conductrice est supérieure ala cristallinité du film semi-conducteur a oxyde constituant la premiére couche
semi-conductrice.
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